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MEMORIA DESCRIPTIVA
DE

UNA PATENTE DE INVENCION, POR VEINTE ANOS, EN ESPARA,
A FAVOR DE COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, DE NACIONALIDAD
FRANCESA, RESIDENTE EN NEUILLY/SUR/SEINE (FRANCIA)
Boulevard Victor Hugo, no 62 '

s obnre:
"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA EL EXAMEN DE LA
"PLANIMETRIA DE PERFILES ANULARES".
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La invencidén se refiere a un procedimiento
destinado al examen de superficies anulares, tales como
contornos de piezas cilindricas y, mis particulsimente,
a la deteccidn y medida Sptica de defectos de planime-
tria de anillos de recipientes o frascos de vidrio, para
garantizar la estanqueidad de su cierre y corregir sus
defectos de fabricacién. Se refiere igualmente a un apa-
rato para la realizacidén de este procedimiento.

Las medidas de regularidad del perfil pueden
ser efectuadas con ayuda de dispositivos mecinicos;
tales dispositivos son susceptibles de dar medldas muy
precisas, pero son de un funcionamiento delicado y la
velocidad operatoria es extremadamente pequeiia. Se pue=-
den también emplear, en particular para las medidas de
estanqueidad, aparatos neumdticos; pero estos aparatos
dan una respuesta global sin localizacidn ni medida de
los defectos, y la inercia del dispositivo tiene por
inconveniente limitar en ellos también la cadencia de

verificacién realizable. La invencién tiene, pues, por

. objetivo suministrar para el examen de superficies de

pequefia anchura, un procedimiento de anflisis y de
medida de perfiles que supera estos inconvenientes. El
aparato para su realizacidn es susceptible, en particular,
de suministrar a una cadencia muy elevada una representa-~
¢idn del perfil periférico completo del borde delgado de
un conbtorno o de una cara de apoyo extrema de un ébjeto
anular.

Este procedimiento consiste en barrer. esta
superficie en incidencia rasante por un pincel luminoso

giratorio, sensiblemente radial, en recoger sobre una
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célula fotosensible la luz proveniente de este pincel
y modulada por las desigualdades de la superficie que
viene a interceptar parcialmente, de modo & obbtener
una sefial eléctrica de la que se explotan las variacio-
nes. Este pincel, convenientemente diafragmado, baxrre
raedialmente a una velocidad elevada la superficie anu-
lar a examinar, lo que evita pomer en rotacién la pieza
a analizar. Es interceptado de modo regular por una
superficie sin defecto; por el contrario, la presencia
de desigualdades sobre el perfil periférico engeandra
variaciones correspondientes de la cantidad de luz
transmitida y provoca sobre la célula fotosensible
réceptora la formacidn de una mancha cuya intensidad,
proporcional a esta cantidad de luz, es modulada por
estos defectos.

La pieza puede ser simplemente colocada sobre
una superficie de referencia que constituye un contra-
tipo de la superficie tebrica o, por el contrario,
presentada ante el aparato de medida por un dispositivo
anejo que realiza su centrado o que define una posicién
de referencia.

Se puede llevar la sefial modulada sobre un
oscilégrafo sincrdnico que permite obtener la represen-
tacibn del perfil de los defectos o medir simplemente
los parfmetros importantes: valor miximo o medio de las
ondulaciones, pendiente instanténea, falso paralelismo,
velo, excentricidad, etc... segin las necesidades del
utilizadoxr.

Un perfeccionamiento en este procedimiento consiste

en barrer la superficie simulténeamente por varios pinceles
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luminoses radiales andlogos al pincel principal y en
combinar linealmente las sefiales suministradas por

cada uno de ellos de modo a formar funciones caracue-
risticas de los principales defectos de forma buscados.

Este perfeccionamiento es particularmente intere-
sante en los casos corrientes de control de las fabri-
caciones. En efecto la sefial engendrada gracias al
barrido por un pincel luminoso es una sefial periddica.

Se demuestra que puede:ser considerada como la suma de
una sefial fundamental cuya frecuencia corresponde a la
perioricidad del barrido y armdnicas. cuya frecuencia
es un miltiplo entero de la frecuencia fundamental.,
Si® medida en funcidn del tiempo, el afgulo de barrido
circular & partir de un origen arbitrario, la intensi-
dad de la sefial que mide el defecto de planimetrfa
puede, pues, expresarse matemiticamente bajo la forma:

8 (B) = A+ Ajsen B+Y1) + Apsen (2B+93) + oot 450
Aoy A7y «osdp, ""Wl'\f2"""'Yn caracterizan la forma
del defecto.

Cuando la planimetria es perfecta, todos los térmi-
nos ib, 4y, +eoA), son nulos. En presencia de un defecto,
el coeficiente A; corresponde a la superficie total ofre-
cida al paso del pincel luminoso sobre toda la periferia
del frasco; el coeficiente A; traduce el falso parale-
lismo, es decir la inclinaci&n de la superficie con
relacidn al plano de referencia. Los coeficientes
gsiguientes corresponden a los defectos de forma intdnse~

cos, caracterizando &, una deformacidn tipo "silla de
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caballo", correspondiendo Az a un defecto de triangulacidn,
es decir en el que la superficie presenta tres bultos y
tres concevidades alternas. Frecuentemente las arménicas
de orden elevado son débiles y pueden ser despreciadas.
En particular la solicitante ha comprobado que los de-
fectos susceptibles de producirse sobre las mquinas de
fabricacién de frascos tiene un perfil caracteristica,
de suerte que es posible expresar la seiial S (§) bajo la
forma:

F(¥) = A+ A3 sen (B4f) + 4p sen (2b48)
o bajo la forma

G (8) = &g+ Ay sen (B+Yf))  + Az sen (30 +y3)
segliin el tipo de mdquina.

Se puede, gracias a diversos procedimientos electrd-
nicos, aislar las diferentes frecuencias puras que consti-
tuyen la sefial y medir separadamente los valores de los
coeficientes que las caracterizan. Estos procedimientos
exigen que el dispositivo de medids se encuentre en régi-
men permanente, es decir que la medida se efectie sobre
varios péffodos de barrido, o sea como mfnimo de cinco a
seis rotaciones del sistenma optico.

Se puede también demostrar que basta normalmente
medir el valog de la seflal en cinco puntos arbitrarios del
contorno para conocer los valores de los cinco coeficientes
que caracterizan las funciones de la forma:

F () = Ao+ Ay sen (B+p1) + A sen (26 +Y2> 8

G (B) = Ay+ Ay sen (9+Wl) + Az sen (39-+Y3)
de suerte que, en teorfs, es posible recuriir al empleo
de un dispositivo de medida enteramente estético. Los

coeficientes pueden ser calculados gracias a un calcula-
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dor numérico elemental, pero no son accesibles a una

medida directa. Ademds de su costo no despreciable, este
dispositivo presenta el inconveniente de sexr prégtica—
mente ciego a los defectos éislados accidentados., »

En los casos en que la seilal de defecto posee a
priori una expresiéﬁ simple tal como F (&) o ¢ (), la
combinacién lineal de los diferentes valores de la .
funcién, tal como la considera el procedimiento de la
presente invencidn permite engendrar funciones mahemé-
ticas en las que ciertos términos de estas expresiones
se encuentran eliminados sen filtrados.

Con ayuda de dispositivos electrbnicos anflogos a
los descritos mds abajo, es posible entoncés medir
directamente sobre estas funciones los valores de los -
parémetros caracter{sticos de las armdnicas principales.

Este perfeccionamiento permite acelerar la medida
efectuindola sobre uns sola rotacidn del equipo girato-
rio, a condicidn de suponer comnocida la forma de la
funcién S (§) limitada a los primeros términos del
desarrollo. En realidad la aparicién de un defecto
accidental aislado se traduce aguif por la apgricién de
arménicas de orden superior no despreciables; pero éstas
no tienen frecuencias caracteristicas suficientemente
elevadas para que no siga siendo posible separarlas por
los medios clésicos de deteccidn incluso sobre una sola
vuelta.

A continuacibn se describen, simplemente a titulo
de ejemplos no limitativos, unas formas de realizacidn de
un gparato para la realizacidén del procedimiento de la

invencién mis particularmente adaptada a la medida de la
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planimetria de los anillos de frascos de vidrio.

En esta descripcidn se hace referencia a los
adjuntos dibujos gue muestran:

Fig. 1, una seccidn axil del dispositivs 6ptico;

Fig. 2, una elevacidén en seccidn completa del aparato;

Fig. 3, la travesia del pincel luminoso de barrido
(simplemente esquematizada sobre la Fig. 2);

Fig. 4, un esquema de un dispositivo éptico equiva-
lentes

Fig. 5, una variante del dispositivo éptico de la Fig

Fig. 6, una variante del dispositivo 4ptico de la Fig 4

Fig. 7, la curva de una sefial eléctrica obtenida a la
salida de la célula fotosensible;

Fig. 8, esquemas de circuitos eléctricos.

El frasco 1l es presentado por un érgano conveniente,
sobre una platina de referencia 12. Este drgano no es una
caracteristica esencial de la invencidén; no es, pues, espe-
cielmente descrito. El frasco 1] reposa sobre la platina 12
por un punto al menos de su anillo de estanqueidad 13.

El conjunto del dispositivo es llevado por un bastidor
desmontable 14 de forma general cilindrica (Fig. 2).

Un haz luminoso es emitido por una lémpara de baja
tensifn 15 axil (Fig. 1) y concentrado por una lente 16, ¥
luego reenviada por un prisma giratorio 17 de modo que la
imagen viene a formarse sobre una lente 18. El prisma 17
es de doble reflexidn total. La lente 18 concentra el haz
sobre un dispositivo éptico anular 19, de forma tal que el
pincel luminoso reflejado 21 sea radial y perpendicular al
eje 22 del dispositivo, de modo a alcanzar el anillo 13 del

frasco 11 tangencialmente a la superficie examinada 23.
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La lémpara 15 (Fig. 2) y la lente 18 provista

de un diafragma de campo 24 son solidarios del cuerpo

del aparato. La lente 16 y el prisma giratorio 17 provis-
to de un diafragma de abertura 25 son llevados por un
anillo 26 montado sobre rodamientos y arrastrado a 2,000
vueltas/mn., gracias al pifion 27 movido por un motor 28
hecho solidario del afuste 29 por la comnsola 3l.

El dispositivo 8ptico 19 puede estar constituido
por un anillo de resina acrilica cuya cara refractante 32
forma un cono de abertura conveniente. |

El conjunto de los dispositivos que acaban de ser
descritos son colocados sobre monturas regulables. Estas
monturas son clfsicas; aparecen sobre la Fig. 2 y no son
especialmente descritas.

El haz luminoso 21 diafragmado por el conjunto
formado por la platina 12 y un anillo 33 es suficiente-
mente estrecho para no desbordar (Fig. 3) més alld de la
zona de empalme l3a que constituye la arista externa del
anillo 13 y en la gue los rayos luminosos tales como.2ls
o 21b son refractados. En las zonas en que el frasco se
encuentra sobre la platins, ningin radio, es pues, capaz
de alcanzar el espejo cbmico 34 colocado en el centro.
En las regiones en hueco en torno del anillo, por el
contrario, en el curso de barrido de la periferia pro-
vocado por la rotacién del prisma 17, una parte de los
rayos tales como 2l¢ llegan a atravesar y, después de ser
reflejados sobre el espejo 34, el haz axil 214, cuya
intensidad es proporcional a la importancia del defecto,
es vuelto a tomar por un prisma 35 asociado a una lente

36 que lo concentra sobre una célula receptora 37 coloca-
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da lateralmente, de suerte que todas las uniones mach-
nicas o eléctricas se sitilan por encima del plano de
trabajo y-fuera del volumen barrido por el pincel»lu—
minoso que no es nunca interceptado si no es por el
objeto examinado. '

Como se observa en la Fig. 2, el aparato lleva una
mesa 38 provista de pinzas sobre la que se fija el frasco
a examinar. Esta mess puede ser regulada en altura por
un montaje de tornillos 39. Unos tornillos_41 pueden permi-
tir regular el paralelismo del plano de apoyo de la mesa
con %a platina 12.

Se puede reemplazar uno al menos de los elementos
épticos eirculares tales como 19 y 34 por espejos girato-
rios. Estos espejos constituyen dispositives equivalentes,
pero sus mejores propiedades 6pticas son generalmente
compensadas por el aumento de complejidad que imponen al
dispositivo.

Un esquema de una realizacidén tal es representado
sobre la Fig. 4 en la que figuran con las mismas referencias
los elementos homblogos de la Fig. 2. En esta variante, la
célula 37 es mévil sobre una corona 42 llevada por la pla-
tina 12 y arrastreda a la misma velocidad que una rueda
43 por el pifién 27. La corona 42 y la platina 12 llevan
unos contactos 44 y 45 que permiten tansmitir la sedial de
medida S.

Es igualmente posible modificer este dispositivo para
permitirycomo se ha indicado anteriormente, el barrido si-
multéneo por varios pinceles luminosos. Las Figs 7 7y 8
mﬁestran dos variantes utilizables para el control de

framcos que presentan un defecto del primer tipo indicado
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snteriormente, es decir del tipo F. La Fig. 5 muestra un

dispositivo que utiliza una célula 37 fija. El prisma 17

es reemplazado por un conjunto de dos prismas 17 :7 _.‘Z..

que forman respectivamente dos pinceles 1uminosos 21 y 21
que alcanzan simulténeamente la célula 37; se da uno cuenta
de que este dispositivo efectfia en todo momento la adicidn
de dos sefiales: |

F (§) = Lg+4y sen (94-‘@1) + Ag sen (".29+Cf2)

F @+1) = A= Ay sen (F4lg) + Ay sen (204))

Se forma as{ la funcidn:

=F (0) + F @+]) = 2 44245 sen (26+¢p)

Sobre la Fig. 6, la célula de referencia 46 que apa-
rece sobre la Fig. 4 no es utilizada. '

El espejo 17 es separado en dos espejos 17 ¥ __Z_ que rg-
envian el haz emitido por la lémpara 15 sobre dos células
dismetralmente opuestas 37 y 37°. Los contactos 44 y 45,
44 y 44’ transmiten respectivamente las sefiales de medida
S. y 8.

Si se examinan los frascos que presentan un defecto
del tipo F, las sefiales suministradas por estas dos células
son respectivamente F (§), F (0+7]) de las que es posible
sacar en particular después de amplificacidn, sefiales pro-
porcionales a:

T = B (§) +F(R+1) = 285+ 245 sen (2h+{p)

U = F (6) ~FE+1) = 24; sen ®+§;)

El valor medio de la funcién T suministra directamente 4,

que no presenta generalmente un interéds directo, su ampli-
tud es proporcional a A2 lo que permite medir gracias a un
voltimetro de cresta la deformacidén propia del cuello inde-

pendiente del falso paralelismo.
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La amplitud de la funcidn U es proporcional a 4, y

permite medir directamente el falso paralelismo.

Si se debe por el conbtrario examinar piezas que
presentan un defecto de triamgulacidn, es decir del btipo G,
es preferible,emplear un dispositivo anflogo que comprende
tres células 37, 37° y 377, colocadas a 1202 una de la otra.

Las sefiales engendradas por estas tres células son
respectivamente:

¢ (6), & @+ _2§L ), G B+ 21 )
de las que es posible sacar en p;z;;cular:

V-G(ﬁ)+G(9+§%]_)+G@+%)=3AO+BA3.

. sen (394-!3?3)

W = V-3¢ (8) =LG (p+ 21 -G(G-)l +[G (¢ + 4u
...G(B-)J aAlsen(e+lh) 3} —37)
que permiten como anteriormente determinar Ao/Aly A5 para
accionar por ejemplo un Srgano de tr;,merced a circuitos
semejantes a los descritos mAs abajo.

La expresibn G (& + g_gnl ~ G (B) se obtiene poniendo
engposicidn las células 37 y 37’. La expresidn
3 QQ +41) - G (§), poniendo en oposicién las células
377y 3'7".3

Numerosas variantes de ejecucién del dispositivo
8ptico pueden ser utilizadas; en particular, el espejo
colocado en el centro de la platina o ésta misma, pueden
ser hechos méviles por deslizamiento de su soporte segin
el eje 22 con ayuda de un solenoide o cualquier otro
medio, de modo a permitir sumentar la cadencia de control
disminuyendo la amplitud de movimiento vertical de los
frascos.

La célula 37 es preferentemente una fotopila de

silicio que transforma la intensidad luminosa recibids
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en una sefial eléctrica, tratada seguidamente segfn las
necesidades del utilizador por un conjunto eléctronico
destinado a extraer de ella los datos dtiles en cada
caso particular de fabricacidn. .

El conjunto electrdnico descrito més adelanté a
titulo de ejemplo es destinado a accionar un siétéma
clésico de visualizacidn de seleccidén de los defectos
y contado de los frascos. Las caracterfsticas estudiadas
aquf son el contorno general del perfil, el valor méxi-
mo g del defecto de forma y el valor méximo tq¥{ dce.la
pendiente instanténea ( Fig. 5 ). Se pod#fa por una
filtracidn conveniente estudiar cualquier otro defecto
considerado interesante.

Si se busca una gran finura de medida, se puede estar
obligado a corregir las variaciones periédicas de intensi-
dad del haz incidente bien con ayuda de una célula tal
como 46 (Fig. 7), iluminada por una hendidura 47 através
del espejo 17 semi-refractante, y que transmite la sefial
R através de los contactos 48 y 49, bien con ayuda de un
dispositivo que registra la seidal de base.

La construccién de tales circuitos es conocida por
los especialistas y se ha, pues, limitado en las Figs.
6-6a~6b, a dar una representacién esquemftica de un
conjunto enteramente tramsistorizado para hacer resaltar
los principios de funcionamiento y los principales puntos |
caracteristicos. Los escalones de adaptacién de inpedancia,
en particular, no han sido representados. Igualmente, la
sefializacién visual solamente se ha indicado.

La célula 37 iluminada a partir de la fuente 15 emite

una sefial de pequefio nivel. Es necesario que esta sefial
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sea modulada antes de la amplificacidén por una portadora

MF para que se pueda amplificarla facilmente antes de la
utilizacidn.

Se puede pensar en modular ei propie haz luminoso
con ayuda de una pantalla o cualquier dispositivo equiva-
lente tal como una lémpara de destellos por ejemplo, pero
es preferible modular la sefial eléctrica S; se utilizard
ventajosamente (Fig. 8a) un oscilador de relajacidén 51 de
media frecuencia, por ejemplo 10.000 Hz, que da uns sefial
cuadrada que ataca un transistor "Chopper" 52.

La respuesta del "chopper" no es lineal mis que a
partir de 1 mV. , ¥y la seilal de entrada S es polarizada
a 2 mV. La sefial de salida de trazos es filtrada por un
filtro 53 antes de ser amplificada en un pre-amplificador
54 y luego transmitida al conjunto de medida por un cable
coaxil 55.

La sefial que resulta eg seguidamente amplificada por
un amplificador 56 que posee tres escalones, gon una ga-
nancia total préxima a 1.000, desmodulada con ayuda de un
sistema detector cldsico 57 y luego filtrada por el filtro
58 para eliminar la portadora y las modulaciones parésitas,
para separar la sefal de ipformacién 4%il comprendida por
ejemplo entre 60 y 1000 Hz. Un potenciémetro 59 permite
la regulacién de la ganancia total de la cadena.

En los dispositivos aqui descritos, la modulacién
es explotada por tres 6rganos diferentes (Fig. 8b):

12) Un osc¢ilbgrafo 61 de tipo clésico,

22) Un voltimetro de cresta 62 de realizacién igual-
mente c¢lésica, destinado a permitir la medida del valor

méximo del defecto y vuelto a poner a O a cada paso de
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frasco por medio de un contacto de relé 63 accionado por
ejemplo por los mismos frascos en un momento conveniente
del ciclo; ;

32) Un érgano de medida del valor méximo de la
pendiente instanténea que comprende:

- un escaldn de diferenciacidén clésico con banda pasante
ancha que ubtiliza un transistor inversor 64, una linea
de retardo 65 que da la seiial durante un tiempo no supe-
rior al tiempo de paso del haz, o sea por ejempio 1 ms.
- un escaldn de deteccidn que utiliza un transistor des-
fasador 66.

Se puede seguidamente enviar las informaciones
recogidas por tales 8rganos sobre un conjunto 1égico que
permite clasificar las piezas por importamcia de defecto
segln el criterio de seleccibn elegido. Sobre la Fig. 8c
se ha representado, para simplificar, un conjunto que
repabte los frascos en cinco clases solamente marcadas
de "1" a "5" por orden de importancia creciente, aunque
el nfimero méximo tedricamente posible no quede limitado
més que por la precisidn de medida.

Este conjunto lleva primeramente un escaldn de
cuantificacién 10. La tensidn de entrada es alli dividida
por un potencidmetro 100 en niveles escalonados que son
respectivamente comparados por cinco "triggers" 101 a 105
a una tensidén de referencia fijay. Segin que la tensién
comparada a cada uno de estos niveles sea inferior a la
tensibén referenciada, estos "triggers" suministran asi
una tensién O § 6V que corresponden a un "estado l8gico"
0 § 1, de modo a accionar, gracias a un escalén de memoria

20 y escalén de seleccibén 30 los dispositivos de mercado



10

15

20

25

30

* E"‘ i"éx i
i’%iu.ﬂ_"" N

40 (lémparas representadas sobre la Fig.), de seleccién
(relés) y de contado (no representados).

Los escalones siguientes son ventajosamente consti-
tuidos por mbédulos activos que realizan las funciones
clésicas NOR (if)y NAND <£5. Tales mbédulos son por ejemplo
fabricados por la sociedad SGN, 25, Boulevard Georges
Clémenceau - 92, Courbevoie (Francia).

Si se indican e la izquierda los estados 18gicos que
corresponden a las tensiones aplicadas a las bornag de
entrada principales ¥ a la derecha los estados corres-
pondientes a las tensiones de salida, estos dos tipos de
mddulos pueden ser simbolizados como se indica en el

cuadro siguiente:

I II III iv
1 1 0 0

NOR > 0 D> o > o > 1
1 0 1 0

v vI VII VIII
1 1 0 0

mm > oo D 1 > 1 > 1
1 0 1 0

Como se veréd més adelante, el empalme de ambos mbdu-
los NOR da un circuito de memoria.

En el ejemplo ilustrado por la Fig., se ha supuesto
que en el curso del ciclo el defecto medio era pasado por
el valor "3" antes de volver a caer al valor "2"., Los
estados légicos suministrados en estas condiciones por
los diferentes escalones del conjunto son indicados en
la Fig. frente a los estados correspondientes de los

respectivos mddulos.
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Su tensidén de alimentacidén es superior a la»de
refergncia, ¥y los dos "triggers" 101 y 102 suministran
solo el estado 1 que se vuelve a encontrar a la salida
de los circuitos 201 y 202, como se puede verificar
refiriéndose al cuadro antes citado. Se ve también‘que
al nivel "3", aunque el "triggers" 103 previamente
excitado haya vuelto al estado 0, los estados ldgicos
siguientes no son diferentes: el escalén 203 conserva
en la memoria la seflal transiboria del "triggers" 103.
Unicamente las memorias 204.y 205 suministran pues, el
estado O,

El escaldn de seleccidén 30 realizado por los médulos
NAND que revelan como se ve sobre la Fig. la primera memo-
ria no excitada, provoca el funcionamiento de la dnica
lémpara 403 que corresponde al nivel mis alto excitado en
el curso del ciclo.

Se compruebe igualmente que el envio de una sefial 1
a los bornes por medio del relé 63 citado anteriormente
provoca la vuelta a cero del conjunto de las memorias en
ausencia de una sefial de defecto.

Finalmente, la invencién prevé igualmente la posibi-
lided de utilizar simulténeamente dos o mds haces luminosos
radiales.

La Fig. 7 representa, pues, una variante de la Fig.

1l en la que se utiliza un prisma suplementario ;25

La Fig. 8 representa una variante de la Fig. 4 en la
que se emplea un espejo 17’ y una célula 37’ suplementarios;

Debe quedar entendido que la invencidén no queda limi-
tada a las formas de Pealizacidén que acaban de ser desecri-
tas, si no que puede ser realizada segin cualesquiera va-

riantes que permiten la puesta en prictica del procedimiento
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objeto de la invencién. Igualmente la invencidn es aplica-
bls al examen de defectos de superficies anulares de piezas
de cualesquiera materiales, por ejemplo de vélvu;ag,
opéreulos, etc...

NOTA

En resumen, esta patente de invencidn se cont;ae a
las siguientes relvindicaciones.
12,~ Procedimiento y dispositivo para el examen de la plani-
metria de perfiles anuwlares, caracterizados porgue dicho
procedimiento consiste en hacer barrexr esta superficie en
incidencia rasante por al menos un pincel luminoso giratorio,
en recoger sobre una célula fotosensible la luz proveniente
de este pincel y modulada por las desigualdades de la super-
ficie que viene a interceptarlo parciamente de modo a obtener
una sefial eléctrica, cuyas variaciones se explotan.
22 Procedimiento y dispositivo, segfn la reivindicacién 12,
caracterizados porque segln el primero se aplica la citada
pieza, por su cara a examinar, sobre una superficie de refe-
rencia complementaria, interceptando una pieza exenta de
defectos enteramente cada haz por un barrido completo al
menos.
38 Procedimiento segin la reivindicacién 12, caracterizado
porgue consiste en hacer simultineamente barrer la super-
ficie anular en incidencia rasante por varios pinceles lu-
minosos giratorios,
- en recoger sobre una célula foto-sensible la luz prove-
niente de cada uno de los pinceles y modolada por las desi-
gualdedes de la superficie,
- en combinar linealmente las sefiales eléctricas obtenidad

para formar de nuevo seflales de las que se miden los paré-
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42, Procedimiento y dispositivo, seglin las anteriores
reivindicaciones, caracterizados porque dicho aparato
consta de una fuente luminosa fija y el barrido es.éro-
vocado por la puesta en rotacidn de un dispositivo:épbico
de que tambiém consta.

58,~ Procedimiento y dispositivo, segin las anteriores
reivindicaciones, caracterizados porque dicha célula de
medida es fija.

62,~ Procedimiento y dispositivo, segin las reivindicaciones
precedentes, caracterizados porque el dispositivo &dtico

de barrido es ocultable en sentido axil.

78.~ Procedimiento y dispositivo, Segﬁn las precedentes
reivindicaciones, caracterizados porque el dispositivo
éptico de barrido comprende un prisms de doble reflexién
total que gira en torno del eje del aparato y vuelve a
tomar el haz luminoso engendrado por la fuente y concentra-
do segln este eje, de modo que la imagen viene de nuevo a
formarse en él.

88,~ Procedimiento y dispositivo, segﬁn las anteriores
reivindicaciones, caracterizados porque una superficie
anular cénica axilmente refractante, colocada bajo el dis-
positivo de barrido reenvia radialmente las rayos luminosos
del exterior al interior, de modo que vengan a barrer en
incidencia rasante la superficie a controlar.

92.- Procedimiento y dispositivo, segfin las reivindicaciones
anteriores, caracterizados porque una superficie cdnica
reenvia axilmente la luz no interceptada para permitir
concentrarla sobre la célula de medida.

10.- Procedimiento y dispositivo, segln las anteriores

reivindicaciones, caracterizados porque un dispositivo
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§ptico refracta lateralmente el haz de salida sobre la
célula de medida, de modo a desprender la superficie
barride por los rayos luminosos.

118.- Procedimiento y dispositivo, seglin las reivindica-
ciones precedentes, caracterizados porque una platina
horizontal con la que -entra en conbacto la pieza =z zontro-
lar constituye una superficie de referencia complementaria
de la superficie analizada y barrida tangencialmgnfe por el
haz luminoso que sirve para el examen del perfil,

122,- Procedimiento y dispositivo, segin las reivindice~
ciones 42 a 112, caracterizados porque el haz luminoso que
barre la zona a analizar es diafragmado en altura de modo
a no desbordar la esquina que empalma ‘esta caras al contorno
cilindrico externo del amillo.

138,~ Procedimiento y dispositivo, segin las anteriores
reivindicaciones, caracterizados porque el sistema mévil
posee varias superficies reflectoras que dividen el haz
luminoso salido de la l4mpara en varios haces de barrido
y cada haz de barrido choca con una célula receptora
mévil distinta que acompafia el sistema en su rotacién.
148,- Procedimiento y dispositivo, segln las anteriores
reivindicaciones, carapterizados-porque la célula de
medida es una fotopila.

152,- Procedimiento y dispositivo, segﬁn las precedentes
reivindicaciones, caracterizados porque el flujo luminoso
del pincel incidente es modulado en MF por una lémpara de
destellos, eventualmente por una rejilla que intercepta el
haz mévil,

162,- Procedimiento y dispositivo, segln las reivindica-

ciones precedentes, cabacterizados porque la sefial de
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medida peribdica BF de pequefio nivel, engendrada al nivel
de la célula por el haz luminoso, es modulada antes de la
amplificacién por una portadora MF.
178,- Procedimiento y dispositivo, segin las reivindica-
ciones precedentes, caracterizados porque la seilal de
medida es corregida con gyuda de una sefial de referencia.
182,- Procedimiento y dispositivo, seglin las anteriores
reivindicaciones, caracterizados porque el,modulador hete-~
rodino es un 6scilador de relajacién que ataca un transistor
"chopper".
192,- Procedimiento y dispositivo, segfin las anteriores
reivindicaciones, caracterizados porque la sefial amplifi-
cada es debectada y filtrada de modo a extraer de ella la
Gnica sefial caracteristica del defecto de forma del perfil
estudiado.
208,- Procedimiento y dispositivo, segfin las reivindica-
ciones precedentes, caracterizados porque la sefial anald-
gica amplificada es desmodulada y enviada sobre un oscilds-~
copo cuyo periodo de berrido es igual al de rotacién del haz.
212,- Procedimiento y dispositivo, segln las anteriores
reivindicaciones, caracterizados porque un votimetro de
cresta, colocado en derivacidn, detecta la tesién de la
sefial correspondiente a la amplitud mixima del defecto.
228;- Procedimiento y dispositivo, seglin las reivindica-
ciones precedentes, caracterizados porque las informaciones
analgicas elegidas de la sefial son transformadas en datos
numéricos que permiten la clagificacién de las piezas ana-
lizadas.
2%8,-~ Procedimiento y dispositivo, segin las precedentes

reivindicaciones, caracterizados porque un escalén de
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derivacién revela la variacidn de intensidad de la sefial

correspondiente a la pendiente instanténea del defecto.
248,~ Procedimiento y dispositivo, .seglin'las reivindica-
clones precedentes, caracterizados porque el escalén:deu
derivacifn es un escaldén de diferenciacibn que utiliza

una lfnea de retardo en oposicién sobre la sefial furda-
mental.

252,~"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA EIL EXAMEN DE LA FLA-
NIMETRIA DE PERFILES ANULARES", segin quedan descritos y
reivindicados en la precedente memoria descriptiva y nota
reivindicatoria, que consta de 21 pAginas mecanografiadas

¥y adjuntos dibujos.

Madrid, 2 1 ABR %7
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